Вопросы РК_2_Нано
1. В чем преимущество и недостаток измерения потока при МЛЭ с помощью ионизационной лампы?

2. Какую структуру изготавливают для проверки наличия нежелательных примесей в AlGaAs-нанослоях, и что на ней меряют?

3. Какие устройства применяются для контроля и управления эффузионными ячейками?

4. В чем состоит суть переходного теплового процесса при открывании заслонки эффузионной ячейки?

5. В чем состоят преимущества эффузионной ячейки над источниками с открытой поверхностью раздела пар-жидкость?

6. В чем смысл коэффициента прилипания?

7. Как поверхностная плотность потока молекулярного пучка из эффузионной ячейки связана с давлением в пучке и температурой ячейки?

8. От каких параметров эффузионной ячейки зависит молекулярный поток из нее?

9. Зачем нужна крекинг-трубка на выходе эффузионной As-ячейки?

10. Отношение каких величин измеряется в процедуре подбора оптимальной температуры As-крекинг-трубки и почему?

11. Зачем нужно избыточное давление As при росте AlGaAs?

12. От каких причин зависит поверхностная подвижность атомов Al и Ga при МЛЭ AlGaAs?

13. По сравнению с чем должно быть мало выходное отверстие эффузионной ячейки?

14. Каков типичный набор эффузионных ячеек для роста AlGaAs-слоев и зачем они нужны?

15. Как зависит поверхностная подвижность атомов Al и Ga от температуры подложки и почему?

16. Какие значения поверхностной подвижности атомов Al и Ga желательны (высокие или низкие) и почему?
17. Какова точность метода дифракции быстрых электронов при МЛЭ и чем она определяется ?

18. Состав приставки ДБЭ для МЛЭ

19. Какие три объекта видны на экране ДБЭ?

20. Что видно на экране ДБЭ для монокристаллической подложки?
21. Что видно на экране ДБЭ для аморфной подложки?
22. Что видно на экране ДБЭ для поликристаллической подложки?

23. При счете монослоев по картине ДБЭ, когда интенсивность отраженного пучка минимальна, электроны от растущей пленки отражаются следующим образом:

24. При счете монослоев по картине ДБЭ, когда интенсивность отраженного пучка максимальна, электроны от растущей пленки отражаются следующим образом:

25. Счет монослоев по картине ДБЭ не работает при следующем механизме роста нанослоев.

26. Какие пути «развития событий» возможны для частицы, оказавшейся на поверхности подложки при МЛЭ:

27. Три основных параметра МЛЭ, влияющие на выбор пути «развития событий» для частицы на поверхности подложки.

28. Суть метода локального МОС-гидридного осаждения в зондовой нанотехнологии

29. Суть метода локальной рекристаллизации аморфного сплава в зондовой нанотехнологии

30. Суть метода локального электрохимического окисления Ti в зондовой нанотехнологии

31. Суть метода самосборки поляризующихся наночастиц в неоднородном электрическом поле в зондовой нанотехнологии

32. Принцип действия одноэлектронного транзистора 

33. Суть процесса самоорганизации квантовых точек

34. Наглядная картина идеального роста нанослоев при МЛЭ

35. Каковы 3 основных механизма роста нанослоев, различающихся энергией взаимодействия частиц?
36.  Суть процесса самоорганизации InGaAs-квантовых точек в соседних нанослоях

37. Суть процесса самоорганизации InGaAs-грядок на поверхности нанослоев

38. Суть процесса самоорганизации при реконструкции поверхности Si(100)(2х1)
39. Суть процесса роста нанонитей по механизму пар-жидкость-кристалл

40. Что такое квантование сопротивления нанонитей, и как оно исследуется с помощью СТМ?
41. Как цвет нанонитей зависит от их диаметра и почему?
42. От чего зависит частота механических колебаний нанонитей и как планируется применить эти колебания?
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